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広いバンドギャップを持つダイヤモンドは優れた究極の物性値から、SiC や GaN 工業化後の

次々世代のパワーデバイス材料としての応用が期待されている。近年、高耐圧 p 型ショットキー

ダイオードおよび pn 接合ダイオードの開発、p 型表面伝導層を利用した横型および縦型 MOSFET

開発や高耐圧および高周波動作の実証、ボロンドープ p 型 MESFET、更には n 型ダイヤモンドの

反転型 MOSFET の試作などデバイスの開発進展が著しい。また単結晶ダイヤモンド基板は、高温

高圧法で 13x13mm、および気相成長法で 10x10mm、更には単結晶を面内接合させたモザイク基板

として 25x25mm サイズが販売されており、様々な手法で高品質化と広面積化が進んでいる。 

我々は、これまで AlN ヘテロ接合ゲート型ダイヤモンド FET [1]、high-k 酸化物スタックゲー

ト型ダイヤモンド MOSFET [2]、E/D モード MOSFET の制御プロセス[3]、更には MES/MOS 型の

ダイヤモンド MIMS-FET [4]等、p 型表面伝導層をチャネルとするダイヤモンドトランジスタの可

能性を探索してきた。p 型ダイヤモンド表面伝導層のシート正孔濃度は最大で 1E14cm-2 に達して

おり、他の Si および SiC-MOS 界面および AlGaN/GaN ヘテロ接合界面のシートキャリア濃度

と比較すると約 1~2 桁高く、有効にキャリア濃度を制御するためには、より比誘電率の大き

な高誘電率ゲート絶縁膜 MOS 構造を開発することが望ましい。近年、原子層堆積(ALD)法に

より形成された Al2O3/TiO2ナノラミネート薄膜構造（極薄膜 2 次元多層膜特異構造）におい

て常誘電性であっても誘電率 k=1000 以上の巨大値が報告されている[5]。本研究では、酸化

物および III 族窒化物ナノラミネート薄膜をゲート絶縁膜として応用し、高正孔濃度チャネ

ルを活かしたダイヤモンド FETの可能性を探索することを目的としている。本講演では ALD

法によって作製した[TiOx(0.5~0.7nm)/Al2O3(0.3~0.5nm)]ナノラミネート膜（膜厚 40~160nm）

の誘電特性やダイヤモンド MOSFET に応用した結果を述べる。同時に GaN/AlN ナノラミネ

ート膜を作製する試みやその誘電特性について報告し、ナノラミネート特異構造を利用した

ダイヤモンド FET の可能性について言及する。 
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